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(57) RieSenie sa tyka odboru elektroniky

v oblasti polovodidovej zdkladne. USelom. 5
je vyroba polovodidového detektora pre 2
z8kladny a eplikoveny jadrovy vyskum a ST LY
vyskum vysokoenergetickych relativistic-
kych Zastic s citlivosfou energetického :
rozlf{Senia dopadajldceho elektromagnetické- : L4
ho a korpuskulérneho Zisrenia E menSie nei i
15 keV. Podstatou rie3enia je vytvorenie N
extrémne plytkého P-N preghodu, t.j. ORI
v hlbke 50 8% 100 nm s ve%kjm gradientom ANNY
koncentrécie, %'37 o pgvrchove]j dévka 5
D=1014 . az 101 :

ion/cm¢. Uvedeného ulelu

sa dosishne technologiou implantécie mo-

lekuldrnych komplexov BF2 a taikych idnov
Ga do substrdtiu opadného typu vodivosti,

tj. N typu vodivosti. -
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vynélez sa tfka spgsobu vyroby plandrneho polovodiZového detektora.
U doposial' zafmych plenérnych celoplodnych a mikropésikovych polovodiZov detekto- -
rov sa pouffvajy neperené alebo naprdfené kovové vrstvy, najma zlato, ktoré vytvdrajd

s vlastnym polovodiZom Schottkyho usmermujici prechod. Tento tvor{ funkini ¢ast iden-
tirikdcie dopedajuceho elektromagnetického alebo korpuskuldrneho %isrenia podla ener-
gie. V poslednom obdobf sa za¥inejd pouﬁva{ plendrne polovodiZové detektory, ktoré
pre jdentifikécin Zisrenia vyuzfvajd P-N prechod, vytvoreny technoldgiou difuzie
napr. bdru B slebo fosforu P do substrdtu opadného typu vodivosti

X{m ne¥ 1000 Ohm.cm.

alebo implantdcie

s merpym odporon § vet
Nevyhodou tychto planérnych polovodifovsch detektorov je to, Ze s nepsrovenymi a

egtabilné, citlivé ne mechanické po¥kodenie a u &i-

edosahuj poZaedované energetické rozlfZenis dopade-

zdkledny a aplikovany jedrovy

stic.

napraiovanyni vratveni si &asovo n
fiznych, resp. implentevenych se 1
jéceho Zisrenia o energii E men3ej ako 20 keV pre
v¥skum a viskum vysokoenerg'eticlq‘ch relativistickfch &a

Hore uvedené nedostatky odstranuje spasoﬁ v§roby plandrného p

tektora so strmym prechodonm podla vynélezu, ktorého podstata spoliva v tom %e sa
H

implantujl molekuldrne komplexy BF, & ¥a#ké idny Ga o dévke p=10%% oz 10%7 18nov/en®

do hlbky d=50 sZ 100 nm substrétu N-typu vodivosti.
oby polovodiZového plendrného detektora podYe vynélezu je, Ze
echod s lepifm energetickym rozl{3enim dopa-

drneho Zierenia s energiou E men3ou ko 15
na-

olovodifového de-

Vyhodou spasobu vy
sa vyrob{ extrémne plytky a strmy P-N pr
dajdceho ele!‘ctromegnetického a korpuskul
keV¥; vyrobené detektory st &asovo stebilnejdie v porovnani s naprefovenyni elebo

parovenymi vrstvami u detektorov so Schottkyho prechodom.’

Rez plendrnym polovodifovyn detektorom je znézornenf na obr.
di¥ového detektora sa vykonéd nepr. tek, ¥e na substrdt 1
typu vodivosti N sa vytvor{ maskovacia dielektrickd vratve 2. Fotolitografickou tech-
noldgiou vytvorime zeometriu budidceho detektora, cez ktord implantujeme do hibkyio ot
a% 100 nm plytky a strmf P-N prechod s velkym gradientom Kkonceatréeie prved oblasti - -
3 vodivostnych primesi molekulérnych komplexov BFa'aV{ailq?ch 1énov Ga, o dévke ™ =¥ .*-
p=10%4 oz 10%° i8nov/em®. ' R T
Po wytvoreni plytkého 2 strmého
typu vodivosti N, nepr. arzénu Az z
kontakt 5 je vytvoreny Standardnou te
polovodiového detektora. i ] N
Sposob v§roby detektora podls vyndlezu moigme'-;lyuéit’ nepr. v"j:f_edicine,-b:i:olo-gié-i '
¥om, chemickom, geologickom, fyzikdlnom, astronomickem a ekologickom vyskume, a.pfi-
sutomatizdcii a robotizdceii nérodného hospodérstva. - o :o- R

Vyrobe plendrneho polovo

P-N prechodu urobfme implentdciu dfuhem'roblélhti;'}_'_
opanej strany polovodiZového substréiu 1. Ohmicky:.
chnoldgiou na Zfelnej i gpodnej strene plsnérneho.
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PREDMET VINALEZU

Sposob vyroby plyndrneho polovodigového detektora so strmym prechodom, vyznalu-
jtei sa tym, %e sa implantujyi molekuldrne komplexy BF,, ta¥ké idny Ga, o dévke
p=104 az lO]'5 fLénov/cm2 do hibky d=50 e¥ 100 nm do substrdtu (1) N typu vodivosti.
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